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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ПОЛУПРОВОДНИКОВИ НАНОСТРУКТУРИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОПТОЕЛЕКТРОНИКАТА

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ:МАГИСТЪР, програма ИНТЕГРАЛНА И ДИСКРЕТНА ОПТОЕЛЕКТРОНИКА
КРЕДИТИ (ECTS): 6
КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	I
	3
	45

	Семинарни упражнения



	I
	
	

	Практически упражнения
	I
	2
	30

	Общо часа:
	I
	5
	75

	Форма на контрол:
	Изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ

Курсът е създаден на основата на публикации в научни списания и включва основните постижения в областта на нанотехнологиите, използвани в наноелектрониката и нанооптоелектрониката. Той има за цел да запознае студентите от магистърската програма по оптоелектроника с новите възможности за получаване на квантоворазмерни структури с помощта на най-съвременните технологични методи за контрол на структурните свойства на субкристали и нанокристални слоеве.

Предлаганата програма е динамична и непрекъснато ще бъде допълвана, обогатявана и усъвършенствана в зависимост от моментното развитие на нанотехнологиите като ново научно направление.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

	No
	Тема, вид на знятието
	Брой часове

	Лекции
	

	1.
	Теория на нанокристални структури. Възможни теоретични модели и адаптацията им към конкретни материали за полупроводникови прибори.
	8

	2.
	Методи за контрол на микрокристални структури (микроскопски и оптични). Управление на състав, кристалографска ориентация и дефектообразуване.
	8

	3.
	Съвременни технологични схеми за израстване на нанокристални полупроводникови слоеве с контролируеми структури и физични параметри (атомнолъчева, молекулярнолъчева и металоорганична епитаксии).
	8

	4.
	 Енергетично равновесие на повърхностни процеси при израстване на наноепитаксиални слоеве от многокомпонентни полупроводникови системи.
	6

	5.
	Квантови точки и квантови нишки в основата на нови оптоелектронни прибори.
	4

	6.
	Нанослоеве за създаване на йоноселективни мембрани.
	4

	7.
	Интегрални оптоелектронни системи на основата на наноструктури, включително метални и органични. Нови аспекти на интеграция и съвместимост с конвенционални микроелектронни прибори, съдържащи наноструктури.
	7

	Общо:
	45

	Практически упражнения
	30

	1.
	Изследване на наноструктури с помощта на СЕМ и рентгенов микроанализ.
	10

	2.
	Получаване на нискоразмерни структури с помощта на фотолитография и катодно-магнетронно разпрашване.
	10

	3. 
	Запознаване с реална апаратура за MBE.
	10

	Общо:
	75


В. Формата на контрол е: изпит 

Г. Основна литература:

Научни списания, специализирани в съответните области, застъпени в настоящата магистърска програма.



Съставил програмата: 

Дата:26.05.2004 г.





/проф. дфзн А. Попов/
